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概要：本CMOS PAで Hz帯において、高い出力電力を得るた

めに 2段の差動構 向上のため、カスコード構成とし、ゲ

ート接地段に 3.3 段では、耐圧に対する信頼性を高める

ため、セルフバイ ン電圧vdに比例して動くようにした。

この時、比例係数 ドレイン間の寄生容量Cgdで表される。

従来キャパシタク 得の増大のため用いられるが、今回の

PAでは寄生容量Cgd 。 

結果：キャパシタ た 2.4GHz CMOS PAの測定結果を表 1

に示す。3.3Vの電

て、約半分の容量

Table 1. Performance Summary of CMOS PA 

 This work 

Technology TSMC 0.18µm CMOS process 
VDD 3.3 V 

Frequency 2.4 GHz 

P1dB 25.2 dBm 

Psat 27.7 dBm 

PAEpeak 34.3 % 

Area 1.6 mm2
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は、様々な無線通信に用いられる 2.4G

成とトランスフォーマーを用いた。耐圧

V用I/Oトランジスタを用いた。特に出力

アス手法を用い、ゲート電圧vgがドレイ

の式はバイパス用の容量Cbypassとゲートー

ロスカップルはインピーダンス整合や利

を抑制して、バイパス用の容量を減らす

クロスカップルを出力段に入れて設計し
源電圧において、27.7 dBmのPsat、34.3%のPAEpeakが得られた。バイパス容量はキャパシタクロスカップルを用いない場合と比べ

を必要とし、面積節減の効果があった。 
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